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可调节电荷泵 

描述 

HM3200是一款通过开关电容来调节输出电压的可调节电荷泵电路. 它仅仅需要三个电容而不需外部

多余的元件就能提供高达300mA的输出驱动能力. HM3200在电池供电的情况下内部只消耗很小的工作电

流从而对外部提供驱动能力时效率能很高。此外对外部元器件的节省和自身很小的封装尺寸使得它能使

用在很狭小的应用环境内。 HM3200使用了2倍升压的工作模式，它可调节内部源来输出控制端的频率开

关。同时它在持续供电模式下还提供了过流保护功能。 
 HM3200是6脚SOT23封装和DFN封装，存储温度在-40°C 到 85°C。 

功能描述 

 电压升压 
 输入电压范围 

HM3200-50: 2.7V 到 5V 
HM3200-45: 2.7V 到4.5V 

 低功耗: 13μA  
 可调输出 5V, 4.5V±4%  
 5V下输出电流 

VIN ≥ 3.0V 下输出电流为100mA 
VIN ≥ 3.6V 下输出电流为250mA 

 4.5V下输出电流 
VIN ≥ 3.0V 下输出电流为100mA 
VIN ≥ 3.6V 下输出电流为250mA 

 最大持续100ms的峰值电流 
 最高750KHz的振荡频率 
 Shutdown模式下静态电流小于1uA. 
 短路保护/过温保护 
 封装 SOT23-6 (HM3200)，DFN6-2*2（HM3200Y） 

应用 

 便携式电话，PDA 
 可携式通讯设备 
 手携式电子设备 
 数码照相机 
 照相机 FLASH 的 LED 
 LED 背光显示驱动 
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管脚定义 

     
SOT23-6 顶视图                      DFN6 顶视图 

管脚功能描述 

引脚序号 
引脚名称 引脚描述 

SOT23-6 DFN6 
1 3 VOUT 可调输出端，对地接一个低 ESR 电阻的电容。 
2 6 GND 地 

3 1 SHDN  禁止功能，“低”有效。 

4 5 C- 悬浮电容-端 
5 2 VIN 电源输入，对地接一个低ESR电阻的电容。 
6 4 C+ 悬浮电容+端 

功能框图 
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极限参数值 (在不特别指出的情况下 Ta=25°C) 

参数值 符号 范围 单位 
VIN 对地 VIN -0.3 to 6 V 

VOUT 对地 VOUT -0.3 to 6 V 
SHDN 对地 VSHDN -0.3 to 6 V 
短路持续时间 TSC 不确定 s 
节点温度 TJ -40 to 150 ℃ 

最大焊接温度 TLEAD 300 ℃ 
ESD保护 VESD 2000 V 

电气参数 

(没有特别注明Ta = -40 至 85  ℃ . 典型值在Ta=25℃,CFLY=1μF, CIN=10μF, COUT=10μF, VIN=3.6V) 
HM3200-50 

符号 特征值 条件 最小

值 
典型

值 
最大

值 
单位

VIN 输入电压 VOUT=5.0V 2.7  VOUT V 

IQ 
无负载时的静态电

流1 2.7V < VIN < 5V, IOUT=0mA, SHDN =VIN  13 30 μA 

VOUT 输出电压 
2.7V < VIN < 5V, IOUT ≤ 50mA 4.8 5.0 5.2 V 

3.0V < VIN < 5V, IOUT ≤ 100mA 4.8 5.0 5.2 V 

ISHDN Shutdown电流 
2.7V<VIN<3.6V,IOUT=0mA,VSHDN=0  0.01 1 

μA 
3.6V<VIN<5V,IOUT=0mA,VSHDN=0   2.5 

VRIPPLE 纹波电压 
VIN=3V,IOUT=50mA  25  

mVp-p
VIN=3V,IOUT=100mA  30  

η 效率 VIN = 2.7V, IOUT = 50mA  92  % 
fOSC 频率 振荡器频率  750  kHz 

VIH 
SHDN输入为高时

的阈值电压 

 
1.5   V 

VIL 
SHDN输入为低时

的阈值电压 

 
  0.3 V 

IIH 
SHDN输入为高的

输入电流 
SHDN  = VIN -1  1 μA 

IIL 
SHDN输入为低的

输入电流 
SHDN  = GND -1  1 μA 

tON VOUT 打开时间 VIN = 3V, IOUT = 0mA  0.2  ms 

ISC 
短路电流2 

VIN = 3V, VOUT = GND, SHDN = 3V  300  mA 
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HM3200-45 

VIN 输入电压 VOUT=4.5V 2.7  VOUT V 

IQ 
无负载时的静态电

流3 2.7V < VIN < 5V, IOUT=0mA, SHDN =VIN  13 30 μA 

VOUT 输出电压 
2.7V < VIN < 4.5V, IOUT ≤ 50mA 4.32 4.5 4.68 V 

3.0V < VIN < 4.5V, IOUT ≤ 100mA 4.32 4.5 4.68 V 

ISHDN 
Shutdown电流 2.7V<VIN<3.6V,IOUT=0mA,VSHDN=0  0.01 1 

μA 
3.6V<VIN<4.5V,IOUT=0mA,VSHDN=0   2.5 

VRIPPLE 纹波电压 
VIN=3V,IOUT=50mA  25  

mVp-p
VIN=3V,IOUT=100mA  30  

η 效率 VIN = 2.7V, IOUT = 50mA  83  % 
fOSC 频率 振荡器频率  750  kHz 

VIH 
SHDN输入为高时

的阈值电压 

 
1.5   V 

VIL 
SHDN输入为低时

的阈值电压 

 
  0.3 V 

IIH 
SHDN输入为高的

输入电流 

SHDN  = VIN -1  1 μA 

IIL 
SHDN输入为低的

输入电流 
SHDN  = GND -1  1 μA 

tON VOUT打开时间 VIN = 3V, IOUT = 0mA  0.2  ms 

ISC 
短路电流2 

VIN = 3V, VOUT = GND, SHDN = 3V  300  mA 

注释: 1: VOUT 被上拉到5.5V，充电的开关关闭。 
2: 在短路情况下可能已在过温保护模式下。 
3: VOUT 被上拉到5V，充电的开关关闭。 
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应用图 

 
5V 100mA 输出 

 

 
5V 60mA 输出 
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                                锂电池供电的 LED 驱动 
 

 
锂电池供电的 LED 驱动 
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封装尺寸 
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